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１．概要（Summary） 

京都大学藤田静雄研究室発祥のミスト CVD 法を用い

て形成した金属酸化膜を絶縁膜、半導体、導電膜等の材

料として応用展開することを目指している。酸化ガリウム、

酸化アルミニウム、酸化クロム、酸化シリコンなどを形成し

たのちに、①結晶性評価、および②半導体デバイス形成

およびその評価、を進めて行く。 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

B56：（桂）ダイシング装置/オートマチックダイシングソ

ー DAD322 

 

【実験方法】 

デバイス面を上面にしてテープに貼りつけ、ハーフカッ

トにより端材除去加工を行った。次にサファイア面を上面

にしてテープに貼りつけ、サファイア部がフルカットになる

ように格子状に溝入れ加工を行った。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サファイアを格子状に加工できた(Fig.1)。加工スピード

の向上のため、スピンドルの回転数、送り速度、押し込み

量、ブレードの種類等、種々の条件にて加工を実施した

が、加工負荷が大きくなると、チッピングが大きかったため、

加工条件の見直しが必要である。 

 

Fig.1 Sapphire substrate after fabrication.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

用語説明 

チッピング：ダイシング加工により、ダイシング溝周辺が加

工の直線性が悪くなること。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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